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Die Erfindung bezieht slch auf eine Halbleiteranordnung mlt 
den Merkmalen: 

a) - einem elektrisch Isolierenden Substrat, 

b) - auf dem Substrat sind Leiterbahnen angeordnet, 

c) - mit mehreren Ha Iblei terkorpern , von denen je ein Haupt- 

kontakt elektrisch mit einer der Leiterbahnen verbunden ist, 

d) - mit den Leiterbahnen sind mindestens zwei bandformige 

AnschluSleiter fur den Laststrom verbunden, die an der 
von den Leiterbahnen abgewandten Seite je eine AnschluQ- 
lasche tragen, 

e) - die AnschluSleiter sind bezuglich ihrer Hauptflache nahe 

beieinander und mindestens teilweise parallel zueinander 
angeordnet. 

Eine seiche Halbleiteranordnung ist z. B. in der EP 0 277 546 
und der EP 0 427 143 beschrieben worden. Die eng benachbarte 
Anordnung der den Laststrom fuhrenden bandformigen AnschluS- 
leiter vermindert die interne Induktivitat der Halbleiteranordnung 

Ziel der Erfindung ist eine weitere Verminderung der internen 
Induktivitat des Laststromkreises. 

Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dafl die Breite der Haupt- 
flachen der AnschluSleiter annahernd so groS ist wie die 
innere Weite eines die AnschluSleiter umschlieSenden Gehauses. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteran- 
spruche. 

Die Erfindung wird anhand von Ausf uhrungsbeispielen in Verbin- 
dung mit den Figuren 1 bis 6 naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 - eine perspekti vische Ansicht einer Halbleiteranordnung 
mit bandformigen AnschluSlei tern 
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1 Figur 2 - eineo Schni tt durch ein Aus^f^^ 

Figur 3 - die Aufsicht auf ein weiteres Ausfuhrungsb^ispiel 
Figur 4 - die in der Anordnung nach Figur 3 verwirklichte 
Schaltung' 

5 Figur 5 - ein anderes Ausfuhrungsbeispiel und 

Figur 6 - die im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 5 enthaltene 
Schaltung 

Die Halblei teranordnung nach Figur 1 enthalt eine metallene 
10 Grundplatte 1, auf der ein isolierendes Substrat 2 aufgebracht 
ist. Dieses besteht ublicherweise aus Aluminiumoxid AI2 0^ Oder 
Aluminiumnitrid AIN, Auf dem Substrat 2 sind Leiterbahnen 3, 
A, 5, 6, 7 angeordnet. Auf den Leiterbahnen, 3, 6 sind Halb- 
leiterkorper 8 befestigt. Es kann sich hierbel um MOSFET, bi- 
15 polare Transistoren Oder auch um IGBT (Isolated Gate Bipolar 
Transistors) handeln. Einer ihrer Hauptkontakte, namlich die 
Drain-Kontakt bzw. Kollektor-Kontakte sind ielektrisch und 
mechanisch mit den Leiterbahnen 3, 6 verbunden. Die anderen 
Hauptkontakte, namlich die ^ource-Kontakte bzw. Emitter-Kon- 
20 takte, sind mit den Leiterbahnen 4 bzw. 7 uber Bonddrahte 10 
verbunden. Die Leiterbahn 5 dient zur Kontaktierung der 
Gate-Kontakte uber Bonddrahte 9. 



Die Leiterbahnen 3, 4, 6, 7 fuhren den Laststrom der Halblei- 
25 teranordnung. Mit den Leiterbahnen 4, 7 und 3, 6 sind band- 
Oder plattenformige AnschluBlei ter 11 bzw. 12 elektrlsch und 
mechanisch verbunden. Die AnschluBlei ter bestehen z. B. aus 
Kupferblech, ihre sichtbaren Hauptflachen sind mit 16 bzw. 17 
bezeichnet. Am oberen Ende tragen die AnschluBleiter 11, 12 
30 AnschluBlaschen 13 bzw. 14. 

Die AnschluBleiter 11, 12, sind in bekannter Weise dicht bei- 
einander angeordnet, um die Induktivitat des Laststromkreises 
gering zu halten. Ihr Abstand a ihrer Hauptflachen ist so 
35 gewahlt, daB die Isolationsf estigkeit (Spannungsf estigkeit) 
noch gewahrleistet ist. Ihre Breite b ist sehr viel groQer, 
als dies aus Grunden der St romtragfahigkeit erforderlich ist. 



926 8 0 2 5 0E . 

. . ^ » 

. . , . . .' • . - js^, . 2 — - -t ^. 9- . 

.-. ■ ' • V, 

Insbesondere ist sle annahernd so groB wie die .lichte Neite w 
des die Halbleiteranordnung einschlieBenden Gehauses 16« Dies 
ist in Figur 2 gezeigt. Annahernd so groQ heiQt, daB die 
Breite b nur so viel kleiner gewahlt wird als die Weite w, daB 
der Zusammenbau des Gehauses nicht erschwert wird. 

Die AnschluQleiter 11, 12 slnd, wie in Figur 1 angedeutet, in 
der Mitte der Bodenplatte 1 angeordnet. Sie konnen entweder 
uber die ganze Lange Oder nur uber einen Teil ihrer Lange in 
der angegebenen Breite dimensioniert sein. Unter "Lange" ist 
dabei die Richtung von den Leiterbahnen zu den AnschluOlascheh 
gemeint. Die Laschen sind zweckmaBigerweise schmaler als die 
AnschiuBleiter und konnen auf der Oberseite eines Gehauses in 
der gleichen Richtung abgebogen sein und in Langsrichtung der 
Anordnung gesehen nebeneinanderliegen. 

In der Anordnung nach Figur. 1 sind gleichartige Halbleiterkpr- 
per vorgesehen, sie sind alle parallel geschaltet, 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ist in Figur 3 dargestellt. 
Auf den Leiterbahnen 3, 6 ist wieder je ein Ha Iblei terkor per 
8, das heiBt ein MOSFET, ein Bipolar transistor Oder ein IGBT 
angeordnet. Auf den gleichen Leiterbahnen sitzt auch jeweils 
der Halbleiterkorper 15 einer Diode. Der Kollektor-Kontakt 
bzw, Drain-Kon takt des Halbleiterkorpers 8 ist mlt den Leiter- 
bahnen 3 bzw. 6 verbunden, Ebenso ist der Ka thodenkontakt der 
Dioden 15 mit den Leiterbahnen 3 bzw. 6 verbunden. Ihr Anoden- 
Kontakt ist uber Bonddrahte mit den Leiterbahnen 4 bzw. 7 ver- 
bunden, ebenso ist der Emitter-Kontakt bzw. Source-Kontakt der 
Halbleiterkorper 8 uber Bonddrahte mit den Leiterbahnen A bzw. 
7 verbunden. Die Ga te-Kontakte der Halbleiterkorper 8 slnd 
elektrisch mit der Leiterbahn 5 verbunden. Die AnschluQleiter 
13, 14 sind entsprechend der Anordnung nach Figur 1 und 2 aus- 
gebildet, d.h. ihre Breite ist von den Leiterbahnen zu den An- 
schluQlaschen gesehen groQer als die Summe der von ihnen Je- 
wells kontaktierten Leiterbahnen und annahernd so breit wie 
die lichte Weite eines die Anordnung einschlieBenden Gehauses. 
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Die Anordnung stellt eine Parallelschaltuhg von /IGBT mlt je- - 
weils einer antiparallel gesbhalteten Diode 15 dar. Auf der 
Metallplatte 1 konnen mehrere der in Figuren 3 gezeigten An- 
ordnungen vorhanden seln« 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ist in Figur 5 dargestellt. 
Hier sind auf einer Metallplatte 1 zwei voneinander getrennte 
isolierende Substrate 20, 30 angeordnet. Das Substrat 20 tragt 
Leiterbahnen 21, 22, 23 und 24, Das Substrat 30 tragt Lelter- 
bahnen 31, 32, 33 und 34. Auf den Leiterbahnen 23, 33 sind 
Halbleiterkbrper 25 bzw. 35 angeordnet und mit ihrem Drain- 
Kontakt bzw. Ko llektor-Kontakt elektrisch mit diesen verbun- 
den* Auf den Leiterbahnen 23, 33 sitzen Dioden 27, 37; sie 
sind mit ihren Ka thoden-Kontakte mit den entsprechenden Lei- 
terbahnen verbunden, Auf den Leiterbahnen 21, 31 sitzen wei- 
tere Dioden 26, 36; ihre Anoden-Kontakte sind mit diesen Lei- 
terbahnen elektrisch und mechanisch verbunden. Die Kathoden- 
Kontakte der Dioden 26, 36 sind uber Bonddrahte mit den 
Leiterbahnen 23, 33 verbunden, die Anoden-Kontakte der Dioden 
27, 37 uber Bonddrahte mit den Leiterbahnen 22, 32 und die 
Emitter-Kontakte bzw. Source-Kontakte der IGBT bzw. MOSFET 
25, 35 iiber Bonddrahte mit den Leiterbahnen 22 und 32. Die 
Gate-Anschlusse der Halblei terkorper 25, 35 sind mit den 
Leiterbahnen 24, 34 kontaktiert. 

Die Leiterbahnen 21, 31 sind mit einem AnschluQl ei ter 39 ver- 
bunden, die Leiterbahnen 22, 32 mit einem AnschluOleiter 38 
und die Leiterbahnen 23, 33 mit einem AnschluOleiter 40. Die 
Hauptflachen der AnschluOleiter 38, 39 und 40 sind wie in den 
vorausgehenden Ausf uhrungsbeispielen dicht beieinander ange- 
ordnet. Die Breite der AnschluOleiter ist ebenso wie in den 
vorangehenden Ausf uhrungsbeispielen groGer als die Summe der 
von ihnen kon taktierten Leiterbahnen und annahernd so breit 
wie die lichte Weite eines die Anordnung einschlieOenden Ge- 
hauses. 



Im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 5 reichen die AnschluOleiter 



. 1 38 und 40 nicht bis an den Rand der Metallplatte 1*^ Sle konnen 
jedoch ohne weiteres gleich brelt ausgefuhrt werden. 

Die mit der Anordnung nach Figur 5 verwlrklichte Schaltung ist 
5 In Figur 6 dargestellt. Es handelt sich hier um einen Brucken- 
zweig, bei dem der untere Tell aus einer Pa rallelschaltung 
zweier IGBT 25, 35 besteht, Der obere Teil der Bruckenschal- 
tung besteht aus parallel geschalteten Dioden 26, 36. Diese 
dienen als Frei lauf dioden in einem Umrichter. Die Anoden der 
10 Dioden und die Kollektor-Anschlusse der IGBT sind mit einem 

WechselstromanschluB verbunden. Dabei entspricht der Plus-An- 
schluQ den Leiterbahnen 21, 31, der Minus- AnschluO den Leiter- 
bahnen 22, 32 und der WechselspannungsanschluQ den Leiterbah- 
nen 23, 33. Auch die Anordnung nach Figur 5 kann mehrfach auf 
15 einer Metallplatte 1 angeordnet werden. 
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Halblelteranordnung mlt den Merkmalen: 
einem elektrlsch Isollerenden Substrat (2) 
auf dem Substrat slnd Lelterbahnen (3, 4, 5,. 7, 6) 
angeordnet, / 
mehreren Halblel terkorpern (8), von denen je ein Haupt- 
kontakt elektrisch mlt einer der Leiterbahnen (3,6) ver- 
bunden ist, 

mit den Leiterbahnen sind mindestens zwei bandformige 
AnschluSleiter (11, 12) fur den Laststrdm verbunden, die 
an der von den Leiterbahnen abgewandten Seite je eine 
AnschluOlasche (13, 14) tragen, 

die AnschluQleiter sind bezuglich ihrer Hauptflachen (16, 
17) nahe beieinander und mindestens teilweise parallel 



zueinander angeordnet , 
dadurch gekennzeichnet, 
daO die Breite (b) der Hauptflachen (16, 17) der AnschluQlei- 
ter annahernd so groQ ist wie die innere Weite (w) eines die j 
20 AnschluQleiter (11, 12) umschlieQenden Gehauses (18). 

2. Halblelteranordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ die Breite der AnschluQl aschen (13, lA) kleiner ist als 
25 die Breite der Hauptflachen (16, 17) der AnschluQleiter (11, 12) 

3. Halblelteranordnung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ die AnschluOlaschen (13, 14) in die gleiche Richtung 
30 weisen und auf dem Gehause nebeneinander angeordnet sind. 

4. Halblelteranordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ der Abstand (a) der AnschluQleiter vonelnander derart 
35 gewahlt ist, daQ die elektrische Isolation gewahrleistet ist. 
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